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In lucrare se analizeaza particularititile influentei temperaturii, a campului magnetic si a
concentratiei componentelor asupra modificarii spectrului energetic a purtatorilor de sarcind in
semiconductoarele  semimagnetice  Hg,.Mn,Te (0,08<x<0,2), Hgi..,CdMn,Te (0<x<0,2;
0<y<0,23). Esanticanele studiate in aceasta lucrare au fost obtinute prin metoda epitaxiel de faza
lichida in sistem inchis din solutii imbogatite cu telur pe substraturi orienrtate <111> de telurid de
cadmiu in regim termodinamic determinat de structura diagramelor de faza adigjeor Hgy.,Mn,Tesi
HO1.,CaMnyTe [1]. Concentratia purtatorilor de sarcina in urma procesului de coacere, reiesind
din masuratorile galvanomagnetice, n-a depasit (1,2+1,5)-10"°cm®.

In lipsa campului magnetic exterior, la temperaturile (4,2+300)K spectrele de absorbtie a
semiconductoarelor semimagnetice Hg,..Mn,Te si Hg;..,CdMnyTe au aceeasi forma casi spectrele
de absorbtie a materialelor nemagnetice Hg,.«CdiTe cu parametrii spectrului energetic egali. Se
andlizeazd influenta temperaturii, a campului magnetic si a componentel asupra modificarii
spectrului energetic a purtatorilor de sarcina.

Studierea comportamentului frontierei de absorbtie fundamentale a semimagneticilor a
permis calculareaintegralelor interactiunii de schimb Noa si Nof.

Rezultatele experimentale se explica in cadrul modelelor teoretice Kane, Pidgenon-Brown.

Introducere

Un interes deosebit se acorda in literatura de specialitate semiconductorilor
semimagnetici Hg1xMncTe, Hgi CdiMn,Te ca materiale de perspectiva pentru
confectionarea, pe baza lor, a receptoarelor de radiatii infrarosii in diapazonul
gpectral  (3+5) i (8+12)um [2,3,4]. Actuadmente, pentru confectionarea
receptoarelor de radiatii infrarosii din acest diapazon, se folosesc, in principiu,
aigjele Hg1«CdiTe [4]. In baza acestor aligje, se construiesc receptoare cu
caracteristici  performante. Desi exista succesele in tehnologia materialelor
cunoscute in acest domeniu, totusi exista o serie de probleme legate de stabilitatea
materialelor Hg1.«CdkTe, determinata de migratia necontrolata a defectelor retelei
cristaline si a ionilor de mercur in volumul si in stratul de suprafata. Nivelul inalt
de modernizare a tehnologiei de obtinere a acestor materiale nu permite
compensarea acestor neajunsuri. in aceasti situatie, destul de actuala devine
problema materialelor noi, multifunctionale, cu aceleasi caracteristici energetice ca
si Hg1xCdTe, dar care ar poseda cu o stabilitate a caracteristicilor electronice
mai inalta. Anumite rezultate, in aceasta ordine de idei, sunt determinate de
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introducerea in aligjul ternar Hg;xCdiTe a unei componente suplimentare sau
inlocuirea cadmiului cu un alt element, de exemplu, manganul, fierul sau zincul.

Rezultatele indicate in literatura de specialitate [4,6] confirma ca introducerea
sau inlocuirea cadmiului cu mangan si obtinerea semiconductoarelor
semimagnetice ternare Hgi.xMnTe si cuaternare Hgix.,CdyMnyTe contribuie la
obtinerea materialelor cu o stabilitate mai ridicata, la imbunatatirea proprietatilor
mecanice si se manifesta pozitiv asupra stabilitatii caracteristicilor fizice a
receptoarelor de radiatie infrarosie. Perspectiva materialelor semimagnetice ternare
HgixMnTesi cuaternare Hg1.,CdyMnyTe creeaza o serie de probleme de cercetari
suplimentare atit tehnologice, cit si a proprietatilor fizice ale acestor materiale. Una
dintre aceste probleme, de exemplu, este cercetarea spectrului energetic al
purtatorilor de sarcina si modificarea acestuia sub influenta concentratiei cadmiului
si @ manganului, sub influenta temperaturii si a campului magnetic, standartizarea
experimentala a functiei e, =e,(x,y); (e, - lirgimea benzii energetice interzise)
etc.

In aceasti lucrare se pun in evidenta rezultatele experimentale ale influentei
temperaturii, campului magnetic si concentratiei cadmiului si manganului asupra
modificarii spectrului energetic a purtatorilor de sarcina in HgixMngTe,
Ho1xyCdMn,Te obtinute in baza ridicarii spectrelor de absorbtie la diferite
temperaturi in campul magnetic exterior si in lipsa campului magnetic.

Rezultatele experimentale au fost obtinute pentru intervalul de temperaturi
4,2+300 K si digpazonul de campuri magnetice de pana la 6T. S-au studiat
peliculele epitaxiale Hg1«MncTe (0,018 < x < 0,23), Hg1xyCdMnyTe (0 <x<0,2;
0<y<0,23).

2. Tehnologia obtinerii peliculelor epitaxiale Hgi.xMnyTe,
Hg1.x,CdxMnyTe si metodica experimentului

Esantioanele studiate in aceasta lucrare au fost obtinute prin metoda epitaxiei
de faza lichida in sistem inchis din solutii imbogatite cu telur, pe substraturi
orienrtate <111> de telurid de cadmiu in regim termodinamic determinat de
structura diagramelor de faza a aligjelor HgixMnTe si HOixyCdiMnyTe [1].
Temperatura substratului de telurid de cadmiu in procesul de obtinere a peliculelor
a variat in intervalul de temperaturi (873+933)K iar presiunea suplimentara a
vaporilor de mercur in sistemul inchis n-a depasit 0,1atm. Regimul tehnologic de
obtinere a peliculelor Hg1,Mn,Te, Hg1xyCdMnyTe, cu continutul nominalizat, a
fost ales in conformitate cu diagrama de stare a aligjului respectiv. Procesul
tehnologic a permis obtinerea peliculelor omogene dupa continut de conductivitate
electrica de tipul —p. Urmatoarea etapa a procesului tehnologic a fost coacerea
peliculelor in vapori de mercur timp de 4+8 ore la T=573K. Concentratia golurilor
peliculelor dupa procesul de coacere n-a depasit (1,2+1,5)-10°cm?®. Densitatea
dislocatiilor peliculelor studiate in aceasta lucrare n-a fost mai mare de
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(4+6)-10%cm®. S-a verificat si stabilitatea caracteristicilor fizice ale peliculelor
Hg1xMnTe, Hg1x.yCdMnyTe in timp, in raport cu peliculele Hg:«CdyiTe. Dupa 6
luni de pastrare a peliculelor in atmosfera, rezultatele experimentale obtinute
confirma o dtabilitate cu 20% ma mare decat dSabilitatea respectiva a
caracterigticilor fizice ale peliculelor Hg;«CdiTe cu aceesasi largime a benzii
energetice interzise.

Peliculele HgixMnTe, HOixyCdMnTe au fost supuse si cercetarilor
rontghenostructurale in scopul determinarii repartitiel omogene a componentelor
aligjului pe dimensiunile geometrice (grosime, suprafata) ale peliculelor. Aceste
studii experimentale au permis sa evidentiem o omogenitate suficienta a peliculelor
pe o grosime de 20--60 pum pentru aligjul Hg:.xMncTe si 2030 um pentru aiajul
HO1.xyCdMnyTe.

Efectele optice sau studiat cu ajutorul unei instalatii montate in baza
spectrometrului SPM-2. Pentru studierea efectelor de transparenta in diapazonul
spectral respectiv peliculele au fost eliberate mecanic, de substrat si instalate liber
intr-un modul confectionat din aluminiu cu o ferestruica respectiva. Cunoscindu-se
din experiment transparenta optica si grosimea peliculei, s-a determinat coeficientul
de absorbtie, conform conceptiei expuse in [7] si dependenta acestui coeficient de
energia fotonilor incidenti, adica s-a obtinut spectrul experimental a =a (hw) si
modificarea lui sub influenta temperaturii si a campului magnetic. Spectrele de
absorbtie teoretice sau calculat, utilizindu-se modelul energetic  al
semiconductorilor cu largimea ingusta a benzii energetice interzise [8,9].

3. Rezultatele experimentale si discutia lor
3.1. Influenta temperaturii asupra modificarii spectrelor de absorbtie

In fig. 1 sunt prezentate spectrele de absorbtie ale peliculei epitaxiale Hgy .
yCdMn,Te (x = 0,16; y = 0,02) ridicate la temperaturile 4,2K (curba 1); 55K (curba
2); 80K (curba 3) in lipsa campului magnetic. Din aceste rezultate, se observa ca
spectrele primite reprezinta niste segmente din spectrele de absorbtie respective;
frontiera absorbtiei are aceeasi forma la acele temperaturi, la care s-au realizat
experimentele; forma abrupta a structurii spectrului de absorbtie confirma calitatea
superioara a peliculelor Hg1xyCdyMnyTe studiate si un nivel tehnico-stiintific
satisfacator a procesului tehnologic de obtinere a peliculelor; la micsorarea
temperaturii, forma spectrului de absorbtie, inregistrat experimental, nu se schimba,
dar se deplaseaza neobisnuit, spre deosebire de semiconductoarele din grupa
A""BY, in diapazonul spectral al energiilor mici. Forma spectrului de absorbtie
(exemplul din fig. 1) ne permite si conchidem ca structura spectrelor de absorbtie
este deteminata de tranzitiile optice directe de tipul ,banda energetica de valenta a
golurilor grele — banda energetica de conductie”, dupa cum se demonstreaza si in
lucrarea [14]. In baza conceptiilor descrise in [7], din spectrele de absorbtie
inregistrate, s-a determinat largimea benzii energetice interzise e, =e (x,y); ;
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mod analogic, s-au ridicat si analizat spectrele de absorbtie pentru peliculele de
Hgi.xMnTe cu diferite concentratii a manganului, pentru care, folosindu-se
aceleasi conceptii fizice, s-au determinat functiile de mai sus.

infig. 1, liniile continuie reprezinta spectrele de absorbtie teoretice, calculate
in cadrul modelelor teoretice Pidjenon-Brown si Kane [7,8], care descriu suficient
spectrul energetic al purtatorilor de sarcina in materiale cu largimea ingusta a
benzii energetice interzise pentru regiunea frontierei absorbtiei fundamentale si cu
conceptia tranzitiilor optice directe.
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Fig.1. Spectrele de absorbtie ale peliculelor epitaxiale Hg;.«,CdiMn,Te (x=0,16; y=0,02)
inregistrate in lipsa cAimpului magnetic la temperaturile:
1) 4.2K; 2)55K; 3) 80 K.
Puncte — experiment; linii continue — spectre de absorbtie calcul ate teoretic

Concordanta dintre spectrele de absorbtie experimentale cu cele teoretice s-a
obtinut folosindu-se in calcule urmatoarele caracteristici: masa efectiva a

electronilor (m,* =2,4%0? si masa efectiva a golurilor grele m, =0,43m;
m.=/m m,, m,
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energia dispicarii spin-orbita D=1eV ; constanta dielectrici e, =16; elementul
matricial de interactiune P =83x10"%eV xcm. Folosindu-se spectrele de absorbtie
fundamentale in cadrul conceptiei tranzitiilor optice directe ,banda de valenta a
golurilor grele — banda de conductie”, s-a determinat largimea benzii energetice
interzise in functie de componenta aligjului si de temperatura. Rezultatele obtinute
sunt incluse in figurile 2, 3 si 4. In fig. 2 sunt reprezentate dependentele largimii
benzii interzise de concentratia manganului pentru diferite pelicule Hgi..xMnTe la
T = 300K, obtinute din spectrele experimentale de absorbtie si spectrele de iradiere.
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Fig.2. Dependenta largimii benzii energetice interzise de continutul manganul ui
Eg&= E¢(X) pentru sisemul ternar Hg,..Mn,Te determinati din structura spectrelor de
absorbtie (=) si spectrelor deiradiere FL (n) pentru temperatura de 300K

Datele experimentale pentru functia e, =e(x), confirma o dependenta

neliniara care, cu un anumit grad de exactitate in cadrul metodel patratelor mici,
poate fi aproximata ca o dependentd liniara confirmata prin linia continua din
aceasta figura. Paralel cu efectele de absorbtie pentru detrminarea largimii benzii
energetice interzise s-au utilizat spectrele de iradiere. Spectrele de iradiere
(spectrele FL), dupa structura lor au forma unei fasii largi, analizandu-le dupa
metoda cunoscuta de separare a spectrelor Aliantz-Fogh. Presupunand ca aportul
esential in aceasta tranzitie apartine tranzitiel de tipul ,banda energetica de
conductie — banda energetica de valenta”, dupa maximul fasiei dispersate, am
determinat largimea benzii energetice interzise. Rezultatele experimentale pentru
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functia e, =e,(x), obtinute din analiza structurii spectrelor de absorbtie si a

gpectrelor de fotoluminescentd, sunt prezentate pentru sistemul ternar HgixMncTe
la T=300K 1in fig. 2. Rezultatele experimentale obtinute in urma acestor investigatii
cu pelicule de aceeasi componenta coreleaza suficient intre ele.

Investigatii de acelasi fel s-au realizat si pentru peliculele cuaternare Hgix.
yCdMnyTe cu diferite concentratii de cadmiu si mangan la diferite temperaturi.
Spectrele de absorbtie pentru pelicule cuaternare la temperatura datd, in lipsa
campului magnetic, au aceeasi forma ca si spectrele de absorbtie ridicate pentru
pelicule ternare prezentate in fig. 2. Folosindu-se aceeasi procedura, s-a determinat
pentru aceste materiale largimea benzii energetice interzise si modificarile acestui
parametru in functie de temperatura, concentratia componentelor si prezenta
campului magnetic de o anumita geometrie.
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Fig.3. Dependenta E= Eq(y),r pentru pelicule epitaxial e Hg,..,CdMn,Te
1) x=0,2; 2) x=0,16 determinata din spectrele de absorbtie (—,n) si spectrele deiradiere
(§,” 7). Liniile continuie sunt calculate cu formula (1)

Dependenta largimii benzii energetice interzise de parametrii aligului este
prezentata in fig. 3 pentru doua pelicule cu concentratia cadmiului x = 0,2 (curba 1)
si X = 0,16 (curba 2) in functie de concentratia manganului. Rezultatele sunt
obtinute din spectrele de absorbtie si spectrele de fotoluminescenta ridicate la
temperatura 80K. Dupa aceeasi metoda, au fost obtinute rezultatele reprezentate in
fig. 4, pentru y = 0,12 in functie de concentratia cadmiului ridicate din aceleasi
experimente.
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Fig. 4. Dependenta e, =¢, (x,y), pentru pelicule epitaxiale Hgi.«,CdMn,Te

(y=0,12) determinata din spectrele de absorbtie ( n) si spectrele deiradiere (n).
Linia continua este calculata prin formula (1)

Cele prezentate in fig. 2, 3 si 4 ne permit si conchidem: cu marirea
concentratiei manganului in Hg1«Mn,Te, frontiera absorbtiel fundamentale se
deplaseazi in diapazonul spectral al energiilor mari. in cazul peliculelor cuaternare
HO1xyCdMnyTe constatam urmatoarele: pentru o pelicula cu acelasi continut de
cadmiu (fig. 3), odata cu marirea concentratiei manganului in aligj, frontiera
absorbtiei fundamentale (largimea benzii energetice interzise) se deplaseaza la fel
in digpazonul energiilor mari; pentru aceeasi concentratie a manganului, la marirea
concentratiei cadmiului in aliaj, frontiera absorbtiei fundamentale se deplaseaza, de
asemenea, in diapazonul spectral a energiilor mari. Aceste rezultate ne permit sa
constatam pentru sistemul Hgi.xyCdkMnyTe ca, variind in anumite intervale de
concentratii continutul cadmiului si manganului, putem obtine materiale cu aceeasi
largime a benzii energetice interzise, dar cu concentratii diferite de mangan.
Aceasta este 0 concluzie destul de importanta pentru studierea experimentala a
interactiunii de schimb, determinata de specificul manganului ca si component al
aligjului respectiv.

Comparand spectrele de absorbtie ridicate la temperatura data pentru
peliculele HgixMnkTe si Hgi.,CdiMnyTe, discutate mai sus, cu cele prezentate in
lucrarile [9,10] pentru pelicule de HgixCdiTe, mentionam: materialele
semimagnetice HgixMnTe, HgixyCdMn,Te cit si materialele nemagnetice
Hg1-xCdkTe, cu aceeasi largime a benzii energetice interzise la aceeasi temperatura,
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in lipsa campului magnetic exterior, au aceeasi forma. La aceasta concluzie se
ajunge comparandu-se rezultatele lucrarii date cu cele prezentate in [14, 17].
Liniile continuie din fig. 3, 4 reprezinta calcule teoretice ale functiel
e, =&,(x,y); . Este evident faptul ca, pentru valorile componentelor aligjului
HO1..yCdMnyTe, este necesara obtinerea unei functii ce ar reflecta dependenta
structurii si a componentei aliajului si energia tranzitiilor optice directe. In cadrul
modelului unui cristal virtual, expus in lucrarea [12], pentru calcularea functiei
e, =&,(x,y);, s-afolosit urmitoarea expresie analitici:
e (xy), = X~ Yo (2) - veu) - e, (s) "
’ (L- x- y)x+y)+xy
unde e,, =e,(Hg, ,Cd,Te); e, =e,(Mn.Cd, Te); e, =€ (MnCd, Te);
(2x+ y) _ S_l- X+y. | (2y+ x)
2 2 2
Formele analitice ale functiilor e,;e e, utilizate sunt asemenea celor
cunoscute in lucrarile [12, 13, 14, 15]. Analizandu-se rezultatele obtinute din
experimentele optice si de iradiere, mentionam o corelare satisfacatoare a curbelor
experimentale cu cele teoretice in diapazonul de concentratii studiat.

7=

Avand spectrele absorbtiei fundamentale, s-a calculat ?%g = f(x) pentru
124

_ osle, o
Hogi.MnTesi £—2= = f(x,y) pentru Hgix,CdMnTe.
§aT 5

Deplasarea frontierei absorbtiei fundamentale in functie de temperatura in
Hgi.xMnTe si Hgi1xyCdMnyTe se poate explica in baza cunoscutei conceptii de
explicare a formei functiei e, =e,(T), pentru Hg:.xCd,Te, descrisi in lucrarea

[14]. Vaorile numerice ale coeficientului termic a benzii energetice interzise
pentru materialele semimagnetice studiate sunt aproximativ de doua ori mai mari
decat cele cunoscute pentru Hg:.xCdiTe cu aceeasi largime a benzii energetice
interzise. Una dintre cauzele obtinerii acestor  valori poate fi structura
cristalografica diferita pentru combinatiile HgTe, CdTe si MnTe.

3.2. Influenta campului magnetic exterior asupra modificarii spectrului
energetic al purtatorilor desarcina in Hg.xMn,Te si Hg1xyCdxMn,Te

Rezultatele obtinute confirma ca, in lipsa campului magnetic exterior,
spectrele de absorbtie fundamentala a semimagneticilor HgixMnTe si Hgix
yCdMnTe, materialele cu largimea ingusta a benzii energetice interzise, la
temperaturi joase, au aceeasi forma ca si materialele nemagnetice Hgy.xCdcTe. In
scopul studierii restructurarii spectrului energetic al purtatorilor de sarcina in
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campul magnetic, s-au ridicat spectrele de absorbtie ale materialelor semimagnetice
Hgi1-xMnTe si Hg1x.yCdkMnyTe in campul magnetic exterior cu inductia de 6T la

temperatura de 4,2K.

Forma segmentului spectrului absorbtiei fundamentale pentru Hgi.Mn,Te si
Ho1xyCdMnyTe (largimea ingustd a benzii energetice interzise) in campul
magnetic exterior este aceeasi ca si in lipsa campului magnetic la 4,2K, numai ca

este deplasata in diapazonul spectral al energiilor mici.
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Fig.5. Dependenta Eq= Ey(B)y,,r pentru pelicule epitaxiale
Hgl-x-yCdXM nyTe la T:4,2 K

Folosindu-se aceeasi procedura experimentala, s-a determinat largimea benzii
energetice interzise in campul magnetic si modul in care se modifica acest
parametru in cimpul magnetic e, =e,(B).



Efecte optice in semiconductoare semimagnetice Hg,,Mn,Te, Hg,..,CdMn,Te 17

Pentru doua pelicule din HgogiCdogsMmno11Te si Hgo75Cdo2MnggsTe la
temperatura de 4,2K din spectrele a =a (B)hw , Sadeterminat forma experimentala

a functiei e, =e,(B). Rezultatele sunt prezentate in fig. 5. Din spectrele de
absorbtie fundamentala, in lipsa campului magnetic, avem e, (0) = 240meV pentru
aligjul Hgos:1CdocsMno1iTe si e, (0) = 270meV pentru aligjul Hgo75Cdo2MnoosTe.

Spectrele de absorbtie, pentru peliculele enuntate la T = 4,2K, in diferite campuri
magnetice, au fost folosite pentru calcularea experimentala a largimii benzii
energetice interzise. Datele obtinute sunt prezentate prin puncte in fig. 5.
Extrapoland aceasta dependentd experimentala pentru B — 0, primim e, pentru B

= 0. Rezultatele obtinute din aceasta extrapolare coreleaza cu cele primite din
forma spectrelor de absorbtie ridicate in lipsa campului. Folosindu-se rezultatele

. agle, O . .
experimentale, s-a calculat gd_Bg: pentru aceste pelicule. Am obtinut urmatoarele
1%

valori:

_ e &
pentru peliculele Hgog1CdoosMng 11 Te E%S =320 %V T,
1%

_ e &
pentru pelicula Hgo 75Cdo2MnggsTe %9 =2,2X03eV xT 1,

1%

Diagrama nivelelor Landau, calculata in cadrul modelului teoretic Pidgenon-
Brown [9], tinindu-se cont de interactiunea de schimb specifica materialelor
semimagnetice, este reprezentata in fig. 6. Diagrama prezentata in aceasta figura
confirma deplasarea anomala la frontierea absorbtiei fundamentale in campul
magnetic pentru HgixMnTe si HoixyCdiMnyTe. Folosind conceptia acestei
diagrame energetice (spre deosebire de materialele nemagnetice, nivelul energetic
e,(- 1) in campul magnetic se deplaseazi pe diagrama energetici in sus), s-a
calculat deplasarea frontierei absorbtiei fundamentale in campul magnetic. Linia
continua in fig. 5 reprezinta deplasarea teoretica a frontierei absorbtiel
fundamentale (nivelul coeficientului de absorbtie ~500cm™) in campul magnetic la
temperatura 4,2K. Mentionam corelarea satisfacatoare a datelor experimentale cu
cele teoretice. Parametrii variationali pentru obtinerea corelatiei  datelor
experimentale cu cele teoretice sunt integralele de schimb pentru banda energetica
de conductie (Nea) si pentru banda energetica de valenta (Nof). Coincidenta
satisfacatoare s-a obtinut pentru |[Noo| = 0,42eV; |Nos| = 0,8eV. Aceste valori
coreleaza cu cele cunoscute din analiza experimentelor privitor la spectroscopia
purtatorilor de sarcina in campul magnetic pentru aceste pelicule [18].
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Fig.6. Diagrama energetica aniveldor Landau calculata conform [8].
(e — date experimental€)

La fel, din deplasarea frontierei de absorbtie fundamentale in campul
magnetic, s-au determinat masele efective ale electronilor si golurilor. Valorile
coreleaza cu cele folosite in calculele spectrelor de absorbtie in lipsa campului
magnetic. Pentru parametrii redusi ai lui Latindger, s-a folosit g, =33; g, =0,3;

k =0[18].
4. Concluzii

Rezultatele experimentale obtinute in aceastd lucrare permit formularea
urmatoarelor concluzii:

1. Forma segmentelor spectrelor de absorbtie, studiate pentru diferite
temperaturi si continuturi, pentru Hg.,.MnTe si Hgix,/CdMnTe ese
identificata catranzitii optice ,, banda energetica de valenta a golurilor grele —
banda energetica de conductie”;

2. In lipsa campului magnetic, micsorarea temperaturii contribuie la deplasarea
frontierei absorbtiei fundamentale a materialelor semimagnetice Hg..xMnTe
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si HO1xyCdMn,Te (materiale cu banda energetica interzisa ingusta) in
diapazonul spectral a energiilor mici. In mod experimental, s-a calculat

coeficientul termic al benzii energetice interzise % = f(x); % = f(xy);

. Din datele experimentale pentru Hgi.xMnTe si Hgix,CdMn,Te sau
determinat formele de influenta a temperaturii si a compozitiel asupra
functiilor e, =e (x); e, =e,(x y); e, =e,(T),; e, =e,(T),. Folosindu-se
conceptiile modelelor energetice Kane si Pidgenon-Brown s-au calculat
gpectrele teoretice ale absorbtiei fundamentale. S-a demonstrat ca, in lipsa
campului magnetic exterior, spectrele absorbtiei fundamentale au aceeasi
forma ca si spectrele absorbtiel fundamentale pentru materialele nemagnetice
cu banda energetica ingusta, spre exemplu Hg; xCdcTe;

. In campul magnetic exterior la temperaturi joase (4,2K), frontiera absorbtiei
fundamentale se deplaseaza anomal in diapazonul spectral a energiilor mici.

o o
Din datele experimentale s-a calculat E%S = f(x, y). Folosindu-se aceasta
1%

dependenta, s-au determinat masele efective ale purtatorilor de sarcina si
integralele de schimb pentru banda de conductie (Noar) si pentru banda
energetica de valenta (Nof).
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This paper analyzes the particularities of the influence of temperature, magnetic field, the
concentration of components on the modification of the energetic spectrum of charge carriers in
Hg..Mn,Te (0,08<x<0,2), HO;x,CdMnyTe (0<x<0,2; 0<y<0,23) semimagnetic semiconductors.
The samples studied in this work were obtained by the method of liquid phase epitaxy in closed
system from solutions enriched with Tellurium on oriented substrata <111> of Cadmium Telluride
in athermodynamic regime determined by the structure of phase diagrams of Hg;.,Mn,Te and Hg; «.
,CdMn,Te aloys. [1] The concentration of charge carriers after the process of determined baking
according to gal vanometric measuring has not surpassed (1,2+1,5)-10"°cm®,

On the basis of the experimental study of optical effectsit is mentioned that in the absence of
the externa magnetic field at temperatures (4,2+300)K the absorption spectra of Hg,.,Mn,Te and
Hg:.xyCdMnyTe semimagnetic semiconductors have the same form as the absorption spectra of
Hg:.<Cd,Te non-magnetic materials with equal parameters of energy spectrum. The influence of
temperature, magnetic field and composition on the modification of the energy spectrum of charge
carriersis analyzed.

The study of the frontier behaviour of the fundamental absorption in the external magnetic
field allowed the calculation of integrals of change interaction for the conduction energy band Noa
and the valence energy band Nop.

The experimental results are explained by Kane, Pidgenon-Brown theoretical models.

Prezentat laredactie 1a 07.07.08



